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(54) Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITERBAUELEMENT

FIG 1

100

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic semiconductor component (100) having — a carrier (1) comprising a
mounting surface (11) and at least one penetration (3), wherein the penetration (3) extends from the mounting surface (11) to a
base surtace (12) of the carrier opposite the mounting surface (11); - at least one optoelectronic semiconductor chip (2) mounted
on the mounting surface (11); - a cast body (5) transparent to radiation enclosing the at least one optoelectronic semiconductor
chip (2) at least in places, wherein — the cast body (5) is disposed at least in places in the penetration (3) of the carrier (1).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) angegeben, mit - einem Tréger (1) der eine
Montagefldache (11) sowie zumindest einen Durchbruch (3) aufweist, wobei der Durchbruch (3) sich von der Montagefldche (11)
zu einer der Montagefldche (11) gegeniiberliegenden Bodenfléche (12) des Trégers (1) erstreckt; - zumindest einem optoelektroni-
schen Halbleiterchip (2), der auf der Montagetldche (11) befestigt ist; - einem

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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strahlungsdurchlédssigen Vergusskdrper (5), der den zumindest einen optoelektronischen Halbleiterchip (2) zumindest stellenweise
umschliefit, wobei - der Vergusskérper (5) zumindest stellenweise im Durchbruch (3) des Trégers (1) angeordnet ist.
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Beschreibung

Optoelektronisches Halbleiterbauelement

Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauelement sowie
ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen

Halbleiterbauelements angegeben.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2009 012 517.5, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Eine zu losende Aufgabe besteht darin, ein besonders
kompaktes und alterungsstabiles Halbleiterbauelement

anzugeben.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement einen Trager. Bei dem
Trager kann es sich um einen metallischen Tragerstreifen
(auch Leadframe) handeln. Beispielsweise ist der
Tragerstreifen dann mit zwei streifenfdrmigen Metallstreifen

gebildet, die als elektrische Kontaktflichen dienen.

Ferner weist der Trager eine Montageflache sowie eine der

Montagefldche gegeniilberliegende Rodenflache auf.

Der Tradger kann auch mit einem Grundkorper aus elektrisch
isolierendem Material, beispielsweise einer Keramik, gebildet
sein. Der Grundkorper kann dann an der Montageflache und/oder
der Bodenflache mit Anschlussstellen und Leiterbahnen

versehen sein.
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Weiter weist der Trager zumindest einen Durchbruch auf, wobei
der Durchbruch sich von der Montagefldche zu der Bodenflache
des Tragers erstreckt.

In diesem Zusammenhang bedeutet "Durchbruch", dass sich im
Trager eine Durchdringung befindet, beispielsweise in Form

eines Loches.

Seitlich ist der Durchbruch dann vom Trager begrenzt, sodass
der Durchbruch zumindest eine zusammenhangende Seitenflédche

aufweist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist auf der
Montagefliache zumindest ein optoelektronischer Halbleiterchip
befestigt. Bei dem optoelektronischen Halbleiterchip kann es
sich beispielsweise um einen Lumineszenzdiodenchip handeln.
Bei dem Lumineszenzdiodenchip kann es sich um einen Leucht-
oder Laserdiodenchip handeln, der Strahlung im Bereich von
ultraviolettem bis infrarotem Licht emittiert. Vorzugsweise
emittiert der Lumineszenzdiodenchip Licht im sichtbaren
Bereich oder ultraviolettem Bereich des Spektrums der

elektromagnetischen Strahlung.

Beispielsweise sind auf dem Trager mehrere Halbleiterchips

befestigt.

Der oder die Halbleiterchips decken den Durchbruch

vorzugsweise nicht ab.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
optoelektronische Halbleiterbauelement einen
strahlungsdurchlassigen Vergusskorper auf. Der Vergusskorper
ist fir die vom Halbleiterchip erzeugte elektromagnetische

Strahlung durchlédssig. Das heiBt, dass Strahlung, welche wvom
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Halbleiterchip erzeugt wird, im Wesentlichen nicht vom
Vergusskodrper absorbiert wird. "Im Wesentlichen" heillt
hierbei, dass der Verguss fiir die vom optoelektronischen
Halbleiterchip primdr erzeugte elektromagnetische Strahlung
wenigstens zu 80 %, vorzugsweise zu 90 %, durchlédssig ist.
Ferner umschlieBt der Vergusskorper den zumindest einen
optoelektronischen Halbleiterchip zumindest stellenweise.
"Stellenweise umschlielRt" heiBt in diesem Zusammenhang, dass
der VergusskoOrper die freiliegenden AuBlenfldchen des
Halbleiterchips formschliissig zumindest stellenweise oder
vollstandig umgibt und der Vergusskdrper zumindest an Teile
der freiliegenden AuBenfldchen des Halbleiterchips direkt
angrenzt. Ferner ist es mdglich, dass zusadtzlich die
Montagefliache des Tragers zumindest stellenweise vom
Vergusskorper bedeckt ist. Vorzugsweise steht der
Vergusskorper dann in direktem Kontakt mit der Montageflache,
so dass sich weder ein Spalt noch eine Unterbrechung zwischen
dem Vergusskorper und der Montagflache ausbildet.

Zudem ist der Vergusskorper zumindest stellenweise im
Durchbruch des Korpers angeordnet. Das heilt, dass Teile des
Vergusskdrpers zumindest stellenweise den Durchbruch
ausfiillen. Mit anderen Worten heiBt das, dass der
Vergusskodrper auch im Durchbruch eingebracht ist. Der
Vergusskdrper muss den Durchbruch aber nicht vollstéandig
ausfillen. Vorteilhaft wird durch das Einbringen des
Vergusskorper in den Durchbruch ermdglicht, dass der
VergusskoOrper zumindest in lateraler Richtung, also parallel
zu der Montagefldche des Tragers, mit dem Trager verankert
ist. Vorzugsweise ist der VergusskOrper ein zusammenhdngender
Korper, sodass der Halbleiterchip und der Durchbruch durch
den Vergusskorper miteinander verbunden sind. Daher wird ein
Ablosen des Vergusskorpers in lateraler Richtung vom Trager

und gleichzeitig dem Halbleiterchip vermieden.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements umfasst das Halbleiterbauelement einen
Trager, der eine Montagefldche sowie zumindest einen
Durchbruch aufweist, wobei der Durchbruch sich von der
Montagefldche zu einer der Montagefldche gegeniiberliegenden
Bodenflache des Tragers erstreckt. Ferner weist das
optoelektronische Halbleiterbauelement zumindest einen
optoelektronischen Halbleiterchip auf, der auf der
Montageflache befestigt ist. Weiter umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement einen
strahlungsdurchlassigen Vergusskorper, der den zumindest
einen optoelektronischen Halbleiterchip zumindest
stellenweise umschlieBlt, wobei der Vergusskdrper zumindest

stellenweise im Durchbruch des Trédgers angeordnet ist.

Das hier beschriebene optoelektronische Halbleiterbauelement
beruht dabei unter anderem auf der Erkenntnis, dass sich ein
Vergusskodrper von einem vom Vergusskdrper zumindest
stellenweise umschlossenen Halbleiterchip sowie dem vom
Vergusskorper zumindest stellenweise bedeckten Trager oftmals
bereits nach kurzer Betriebsdauer 10st (auch delaminiert).
Das heiBt, dass sich dann beispielsweise zwischen dem
Vergusskodrper und dem Halbleiterchip ein Spalt oder eine
Unterbrechung ausbildet, wodurch das optoelektronische
Halbleiterbauelement nicht mehr in seiner vollen
Leistungsfahigkeit arbeiten kann, da es beispielsweise durch
den Ablbseprozess des Vergusskdrpers von dem Halbleiterchip
zu Strahlungsverlusten oder auch einer erhdhten

Warmeentwicklung kommen kann.

Um nun ein solches Abldsen des Vergusses vom Halbleiterchip

und dem Trager zu vermeiden, macht das hier beschriebene
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optoelektronische Halbleiterbauelement von der Idee Gebrauch,
einen Trager mit zumindest einem Durchbruch zu verwenden,
wobei der Durchbruch sich von einer Montagefldche zu einer
Bodenflache des Tragers hin erstreckt und gleichzeitig der
Vergusskorper zumindest stellenweise im Durchbruch des

Tragers angeordnet ist.

Vorteilhaft wird so, zumindest in lateraler Richtung, ein
Ablosen oder Delaminieren des Vergusskdrpers vom
Halbleiterchip und dem Trager vermieden. Dadurch wird ein
Halbleiterbauelement geschaffen, welches ganz besonders

alterungsstabil ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements besteht das Vergussmaterial aus einem
Silikon, einem Epoxid, einer Mischung aus Silikon und Epoxid
oder enthdlt zumindest eines dieser Materialien. Vorzugsweise
handelt es sich bei dem Vergussmaterial um ein Material,
welches fir die vom Halbleiterchip erzeugte

elektromagnetische Strahlung durchlédssig ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist eine
Strahlungsauskoppelflache des Vergusskdrpers linsenfdrmig
ausgeformt. Die vom Halbleiterchip erzeugte
elektromagnetische Strahlung wird an einer Grenzfladche des
Vergusskdrpers aus dem Halbleiterbauelement ausgekoppelt. Ist
das Halbleiterbauelement beigspielsweise von Luft umgeben, so
bildet dann die Grenzfliche Vergusskorper/Luft die
Strahlungsauskoppelfldche des Vergusskdrpers, iiber die die
elektromagnetische Strahlung aus dem BRauelement ausgekoppelt
wird. Um beispielsweise Totalreflexionen oder unerwinschte
Riuckreflektionen zu vermeiden, ist die

Strahlungsauskoppelfldche linsenfdérmig ausgeformt.
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Beispielsweise weist die Strahlungsauskoppelflache eine
gekrimmte AuRenflache wie die einer Sammellinse auf.
Vorteilhaft wird so ein Halbleiterbauelement mdglich, welches
beispielsweise zur Fokussierung der vom Halbleiterchip
emittierten Strahlung keine nachgeschalteten Optiken bedarf.
Dies ermdglicht es, ein Bauelement zu schaffen, welches eine
ganz besonders geringe vertikale Ausdehnung aufweist.
"Vertikal" bedeutet in diesem Zusammenhang senkrecht zur

Montageflache.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist der zumindest eine Durchbruch durch
zumindest zweil Ausnehmungen im Trager gebildet, die sich
hinsichtlich ihrer maximalen lateralen Ausdehnung voneinander
unterscheiden. "Maximale laterale Ausdehnung" bezeichnet den
maximalen Abstand zweier Punkte einer Ausnehmung in lateraler
Richtung. Ist in einer Draufsicht eine Ausnehmung
quadratisch, so bezeichnet die maximale laterale Ausdehnung
beispielsweise den Abstand zweier diagonal gegenliberliegender
Kanten der Ausnehmung. Ist eine Ausnehmung kreisfdrmig, so
kann es sich bei der maximalen lateralen Ausdehnung um den
Durchmesser handeln. Ferner kann eine Ausnehmung aus mehreren
Ausnehmungen mit unterschiedlichen lateralen Ausdehnungen
zusammengesetzt sein. Ebenso ist es moglich, dass die eine
Ausnehmung beispielsweise eine quaderfdrmige und eine zweite
Ausnehmung eine zylinderartige Ausstanzung ist. Die jeweilige
maximale laterale Ausdehnung der beiden Ausnehmungen

unterscheidet sich jedenfalls voneinander.

In den Trager ist nun zumindest ein Durchbruch eingebracht.
Der Durchbruch ist dann durch eine "montageflachenseitige"
und eine "bodenfladchenseitige" Ausnehmung gebildet.

"Montagefldchenseitig" heiBt in diesem Zusammenhang, dass die
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Ausnehmung von der Montagefladche her in den Trager
eingebracht ist. Entsprechendes gilt fir eine
"bodenfldchenseitige" Ausnehmung. Vorzugsweise weist die
bodenflédchenseitige Ausnehmung eine grdBere maximale laterale
Ausdehnung als die montagefldchenseitige Ausnehmung auf. Die
Tiefen, das heilt die vertikale Ausdehnung jeder Ausnehmung,
miissen dann zusammen zumindest stellenweise die Dicke, das
heilRt die vertikale Ausdehnung, des Tragers an den Stellen
der Ausnehmungen umfassen. Infolgedessen kdnnen dann die
beiden Ausnehmungen einen Durchbruch ausbilden. Ferner kénnen
die beiden Ausnehmungen eine gemeinsame Mittelachse in

vertikaler Richtung aufweisen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements sind die Ausnehmungen durch
zylindrische Offnungen mit voneinander unterschiedlichen
Radien gebildet. Die zylindrischen Offnungen kénnen Bohrungen
darstellen und mittels Bohren in den Trager eingebracht sein.
Ebenso ist es méglich, dass die zylindrischen Offnungen
mittels Atzen oder Stanzen in den Tridger eingebracht sind.
Sowohl montagefldchenseitig als auch bodenfldchenseitig ist
dann jeweils eine Ausnehmung durch jeweils zumindest eine
zylindrische Offnung gebildet. Vorzugsweise weist die iiber
die Montagefliche eingebrachte zylindrische Offnung einen
kleineren Radius als die iber die Bodenfldche eingebrachte

zylindrische Offnung auf.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements weist der zumindest eine Durchbruch
zumindest einen Vorsprung auf. Vorsprung heilt in diesem
Zusammenhang, dass sich beispielsweise von der Bodenflache
ausgehend, hin zur Montagefladche des Tragers, die laterale

Ausdehnung des Durchbruchs "plotzlich", beispielsweise durch



10

15

20

25

30

WO 2010/102685 PCT/EP2009/067890

eine Stufe innerhalb des Durchbruchs, verkleinert oder
vergroBert. "Plotzlich" heilt in diesem Zusammenhang, dass
der Durchbruch in vertikaler Richtung von einer Stelle auf
die nédchste vorgebbar eine Verdnderung in der lateralen
Ausdehnung aufweist. Ebenso ist es mdglich, dass ein
Durchbruch mehrere Vorspringe aufweist. Der Durchbruch ist
dann beispielsweise durch mehrere Bohrungen mit jeweils
unterschiedlichen Radien gebildet. Das heiBt dann, dass der
Durchbruch eine Vielzahl von stufenartigen Vorspringen
aufweist und der Durchbruch so in vertikaler Richtung,
beispielsweise durch Ausnehmungen verschiedener GroRe,

strukturiert ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der zumindest eine
Durchbruch zumindest stellenweise trichterfdrmig
ausgestaltet, wobei sich der Durchbruch ausgehend von der
Bodenflache in Richtung der Montageflache in lateraler
Richtung verjlingt. "Trichterférmig" bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass der Durchbruch kegelstumpffdrmig
ausgeformt ist und daher der Durchbruch zumindest eine
kontinuierliche und zusammenhdngende Seitenfldche aufweist
und sich der Radius des Durchbruchs im trichterfdrmigen
Bereich in vertikaler Richtung adndert. Ebenso ist es moglich,
dass der Durchbruch durch eine trichterfdérmige Ausnehmung und
eine Bohrung gebildet ist. Dann bildet sich an der Stelle des
Ubergangs zwischen der Bohrung und dem Trichter ein Vorsprung
in Form einer Stufe aus. Ferner ist es beispielsweise
moéglich, dass der Durchbruch iber die gesamte vertikale
Ausdehnung des Tragers trichterfdrmig ist. Ist der Durchbruch
Uber seine ganze vertikale Ausdehnung trichterfdérmig
ausgebildet, so wird dadurch, dass sich der Durchbruch zur
Montagefldche hin in seinen lateralen Abmessungen verjungt,

ein Verhaken beziehungsweise Verankern des Vergusskdrpers in
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dem Durchbruch ermdglicht, was nicht nur in lateraler,
sondern ebenso in vertikaler Richtung, ein Abldsen des
Vergusskorpers vom Halbleiterchip und dem Trager verhindert.
Bildet sich im Durchbruch ein Vorsprung, beispielsweise in
Form einer Stufe, aus, so verhindert der Durchbruch auch in
diesem Fall nicht nur ein Abldsen des Vergusskdrpers vom
Halbleiterchip und dem Tradger in lateraler Richtung, sondern
ebenso ein Abldsen des Vergusskdrpers vom Halbleiterchip und
dem Trager in vertikaler Richtung. Dies wird dadurch
ermdglicht, dass sich der Vergusskdrper mit dem zumindest
einen sich in dem Durchbruch befindlichen Vorsprung "verhakt"
und somit den Vergusskdrper in seiner Position zum

Halbleiterchip und dem Tradger fixiert.

Der Durchbruch stellt also in jeder der hier beschriebenen
Ausfihrungsformen eine Verankerungsstruktur des
Vergusskdrpers im Trager dar. Vorteilhaft wird so vermieden,
dass sich der Vergusskdrper, beispielsweise bereits schon
nach geringer Betriebsdauer, vom Trager und dem
Halbleiterchip 10st und sich so beispielsweise zwischen dem
Halbleiterchip und dem Vergusskdrper ein Spalt oder eine

Unterbrechung ausbildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements sind die nicht vom Vergusskérper
bedeckten Stellen des Tragers zumindest stellenweise von
einem Gehdusekdrper bedeckt. Beispielsweise bedeckt der
Gehdusekdrper alle freiliegenden Stellen der Bodenfléche
sowie alle freiliegenden Stellen der Montageflache sowie der
Seitenflachen des Tragers. Der GehausekOrper kann mit einem
duro- oder thermoplastischen Material, beispielsweise einem
Epoxid, gebildet sein oder auch mit einem keramischen

Material gebildet sein oder aus einem solchen bestehen.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist der zumindest eine
Halbleiterchip von Erhebungen und/oder Senkungen des
Gehdusekdrpers seitlich umrandet. Der GehausekOrper bedeckt
dann zumindest stellenweise die Montagefldche. Beispielsweise
umrandet in lateraler Richtung eine durchgehende,
zusammenhangende Erhebung den Halbleiterchip kreisformig,

oval oder rechteckfdrmig.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements sind die Erhebungen zumindest
stellenweise wulstartig ausgebildet. "Wulstartig" bedeutet
hierbei, dass die Erhebungen den Halbleiterchip kreisfdrmig
umschieflen und in einer Querschnittsansicht beispielsweise

wie ein umgedrehtes "u" oder "v" ausgestaltet sind..

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements sind die Senkungen im GehausekoOrper
Graben. "Graben" beschreibt in diesem Zusammenhang
beispielsweise eine Senkung in Form einer Ausnehmung im
Gehdusekdrper. Die Graben umschlielen dann den Halbleiterchip
beispielsweise kreisfdérmig, wobei die Ausnehmung

beispielsweise im Querschnitt "u"- oder "v"-formig ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements umformt der Vergusskdrper die
Erhebungen zumindest stellenweise. "Umformt" heillt in diesem
Zusammenhang, dass der Vergusskdrper mit den Erhebungen in
direktem Kontakt steht, die Erhebungen zumindest stellenweise
einschielRt und sich so zwischen dem Vergusskérper und den
Erhebungen weder ein Spalt noch eine Unterbrechung ausbildet.
Ferner ist der Verguss beidseitig des hochsten Punktes einer

Erhebung angeordnet. Der "Hdchste Punkt" ist derjenige Punkt,
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an dem die Ausdehnung der Erhebung in vertikaler Richtung die
groBte Ersteckung aufweist. In diesem Fall bilden die
Erhebungen Verankerungsstrukturen fir den Vergusskdrper,
wodurch beispielsweise ein laterales Abldsen des
Vergusskodrpers vom GehdusekOrper vermieden wird.

Das Einbringen von Durchbriichen in den Trdger bietet den
Vorteil, ein Bauelement zu schaffen, welches nicht nur
Verankerungsstrukturen beispielsweise in Form von Erhebungen
im GehausekOrper aufweist, sondern ebenso
Verankerungsstrukturen im Trager in Form von Durchbriichen
aufweist. Insofern werden vorliegend also
Verankerungsstrukturen im Gehausekdrper mit
Verankerungsstrukturen im Trager kombiniert. Durch diese
Kombination wird ein Abldsen des Vergusskdrpers vom
Gehausekdrper, dem Halbleiterchip und dem Trager vermieden,
was das Bauelement nicht nur stabiler macht, sondern auch

seine Lebensdauer erhoht.

Ferner wird es dadurch mdéglich, solche Erhebungen in ihrer
vertikalen Ausdehnung zu verkleinern, da der Vergusskdrper
bereits durch die Verankerungsstrukturen im Trager sowohl in
lateraler als auch in vertikaler Richtung verankert ist.
Vorteilhaft wird es so ermdglicht, ein Bauelement zu
schaffen, welches eine ganz besonders geringe vertikale

Ausdehnung aufweist und somit sehr flach und kompakt ist.

Dadurch, dass beispielsweise die vertikale Ausdehnung der
Erhebungen verkleinert sind, wird ebenso die dem
Halbleiterchip zugewandte Seitenfliche einer Erhebung
verkleinert, was dazu fihrt, dass eine moglichst geringe
Flache des Gehdusekdrpers der vom Halbleiterchip emittierten

elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt ist.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Vergusskérper
zumindest stellenweise in den Senkungen angeordnet.
Vorzugsweise ist der Vergusskdrper vollstandig in den
Senkungen angeordnet. Die Senkungen verhindern, ebenso wie
die Erhebungen, ein Abldsen des Vergusskdrpers vom
Gehdusekdrper beispielsweise in lateraler Richtung. Auch in
diesem Fall kann die Tiefe der Senkungen verringert werden,
da beispielsweise gegen ein laterales Abldsen des
Vergusskorper bereits die Verankerungsstrukturen im Trager

wirken.

Es wird dariiber hinaus ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Halbleiterbauelements angegeben. Mittels
des Verfahrens ist ein hier beschriebenes Bauelement
herstellbar. Das heiBt, sadmtliche in Verbindung mit dem
Bauelement offenbarten Merkmale sind auch fir das Verfahren

offenbart und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird
zundchst ein Tragerverbund bereitgestellt. Bei dem
Tragerverbund kann es sich um einen Verbund von Tragern fir
eine Vielzahl von Bauelementen handeln. Die Verbindung
zwischen den einzelnen Tragern wird spater durch eine
Vereinzelung in einzelne Bauelemente geldst. Beispielsweise
handelt es sich bei den Tragern um jeweils einen
Tragerstreifen, der dann durch zwei elektrisch voneinander

isolierte streifenfdormige Metallstreifen gebildet ist.

In einem weiteren Schritt wird zumindest ein Durchbruch in
jeden Trager des Tragerverbunds eingebracht. Beispielsweise
wird dazu jeweils eine zylindrische Offnung in Form einer
Bohrung von einer Montageflache hin zu einer der

Montagefliache gegeniiberliegenden Bodenfldche und umgekehrt in



10

15

20

25

30

WO 2010/102685 PCT/EP2009/067890

den Trager eingebracht. Ebenso ist es mdglich, dass eine
zylindrische Offnung mittels Atzen oder Stanzen in Jjeden
Trager eingebracht wird. Zum Beispiel weisen dann die beiden
zylindrischen Offnungen jeweils einen unterschiedlichen
Radius auf, sodass sich innerhalb eines Durchbruchs ein
Vorsprung in Form einer Stufe ausbildet. Ebenso ist es
mdéglich, dass beide Mittelachsen der zylindrischen Offnungen
sich nicht iilberlagern und die zylindrischen Offnungen daher
gegeneinander versetzt sind. Die Tiefe der jeweiligen
zylindrischen Offnungen muss in jedem Fall zumindest zusammen
die Dicke des Tragers an den Stellen der zylindrischen
Offnungen aufweisen, sodass sich der Durchbruch ausbildet.
Der Durchbruch ist sowohl von der Montagefldche als auch wvon

der Bodenflache her frei zuganglich.

Ferner wird zumindest ein optoelektronischer Halbleiterchip
auf einer Montagefladche jeden Tragers aufgebracht. Der
optoelektronische Halbleiterchip ist beispielsweise mittels

Loten auf dem Trager befestigt und elektrisch kontaktiert.

In einem weiteren Schritt wird der zumindest eine
Halbleiterchip und der zumindest eine Durchbruch mit einem
Vergussmaterial vergossen, welches anschlieBend zu einem
Vergusskdrper aushartet. Vorzugsweise werden sowohl der
Durchbruch als auch der Halbleiterchip in einem
Vergussvorgang vergossen. Der Vergusskdrper kann mit einem
flir elektromagnetische Strahlung durchlédssigen Material,
beispielsweise einem Silikon, gebildet sein. Beim VergielRen
flieBt das Vergussmaterial in den zumindest einen Durchbruch
und hartet innerhalb des Durchbruchs aus. Nach dem Aushéadrten
ist der Vergusskorper in dem Durchbruch verankert. Es ist
dann also ein Vergusskdrper gebildet, der sowohl im

Durchbruch eingebracht ist, als auch die Montagefladche und
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alle freiliegenden AuBenfldchen des Halbleiterchips zumindest
stellenweise bedeckt. Insofern stellt der Vergusskdrper einen
zusammenhangenden Korper dar.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird der Tragerverbund in
einzelne Trager vereinzelt. Das Vereinzeln kann mittels
Sadgen, Schneiden, Brechen oder Stanzen erfolgen. Dies erlaubt

eine besonders wirtschaftliche Herstellung des Bauelements.

Ebenso ist es moglich, dass die dargestellte Reihenfolge
vertauscht werden kann. Das kann beispielsweise heiBen, dass
das Vereinzeln des Tragerverbunds in einzelne Trager vor dem
Aufbringen des zumindest einen optoelektronischen
Halbleiterchips auf einer Montagefldche jeden Tragers

geschieht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterbauelements
wird zundchst ein Tragerverbund bereitgestellt. Zumindest ein

Durchbruch wird in jedem Trager eingebracht.

In einem weiteren Schritt wird zumindest ein
optoelektronischer Halbleiterchip auf einer Montagefléache
jeden Tragers aufgebracht. Weiter wird der zumindest eine
Halbleiterchip und der zumindest eine Durchbruch mit einem
Vergussmaterial vergossen, welches anschlieBend zu einem
Vergusskdrper aushartet. In einem weiteren Schritt wird der

Tragerverbund in einzelne Trager vereinzelt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterbauelements
wird vor dem VergieBen mit dem Vergussmaterial der
Tragerverbund mit einem Gehdusekdrpermaterial vergossen. Dies

ermdglicht vorteilhaft beispielsweise das Umformen von durch
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den Gehdusekorper ausgebildeten Erhebungen/Senkungen durch

den Vergusskorper.

Im Folgenden wird das hier beschriebene Bauelement anhand

eines Ausfihrungsbeispiels und den dazugehdrigen Figuren

naher erlautert.

Die

Die

Die

Die

Die

Figur

Figur

Figur

Figur

1 zeigt in einer schematisch-perspektivischen
Schnittdarstellung ein Ausfihrungsbeispiel eines
hier beschriebenen optoelektronischen Bauelements

entlang der Schnittlinie A-A.

2 zeigt in einer schematisch-perspektivischen
Schnittdarstellung das Halbleiterbauelement entlang
der Schnittlinie B-B.

3 zeigt in einer Draufsicht ein Ausfiihrungsbeispiel
eines hier beschriebenen optoelektronischen

Halbleiterbauelements.

4 zeigt in einer perspektivischen Unteransicht ein
Ausfihrungsbeispiel eines hier beschriebenen

optoelektronischen Halbleiterbauelements.

Figuren 5a, 5b, 5c und 5d zeigen in schematischen

Schnittdarstellungen einzelne Fertigungsschritte
zur Herstellung eines Ausfihrungsbeispiels eines
hier beschriebenen optoelektronischen

Halbleiterbauelements.

In dem Ausfihrungsbeispiel und den Figuren sind gleiche oder

gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen

Bezugszeichen versehen. Die dargestellten Elemente sind nicht

als maBstabsgerecht anzusehen, vielmehr kénnen einzelne
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Elemente zum besseren Verstandnis Ubertrieben grofB
dargestellt sein.

In der Figur 1 ist anhand einer schematisch-perspektivischen
Schnittdarstellung ein hier beschriebenes optoelektronisches
Halbleiterbauelement 100 mit einem Trager 1, einem
optoelektronischen Halbleiterchip 2, der auf einer
Montageflache 11 des Tragers 1 befestigt ist, einem
Gehdusekdrper 4 und einem Vergusskdrper 5 gemal des
Ausfiihrungsbeispiels des hier beschriebenen Bauelements néaher
erldautert. Im vorliegenden Beispiel handelt es sich bei dem
Trager 1 um einen metallischen Tragerstreifen, durch die der
Halbleiterchip 2 elektrisch kontaktiert ist. Vorliegend ist
der Trager 1 durch zwei metallische Tragerteile 121 und 120
gebildet. Die beiden Tradgerteile 121 und 120 sind iber den
Gehdusekdrper miteinander verbunden und dadurch zueinander
stabilisiert. Der Gehausekdrper 4 isoliert die beiden

Tragerteile 121 und 120 voneinander.

Ferner ist der Gehdusekdrper 4 mit einem thermo- oder
duroplastischen Material, beispielsweise einem Epoxid,

gebildet.

Der Verguss 5 bildet eine Strahlungsauskoppelfldche 51 aus,
durch die die vom Halbleiterchip 2 emittierte
elektromagnetische Strahlung aus dem BRauelement ausgekoppelt
werden kann. Vorliegend ist die Strahlungsauskoppelfliache 51

linsenférmig in Form einer Sammellinse ausgebildet.

In dem Trager 1 sind zwei Durchbriiche 3 angeordnet. Die
Durchbriiche 3 sind mittels zweier Ausnehmungen 31 und 32
gebildet. Vorliegend handelt es sich bei den beiden
Ausnehmungen 31 und 32 um zylindrische Offnungen in Form von

Bohrungen. Ferner weisen die Ausnehmungen 31 und 32
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Mittelachsen M31 und M32 auf. Die Ausnehmung 31 ist in einem
seitlichen Abstand D von den Seitenfldchen 21 des
Halbleiterchips 2 zur Mittelachse M31 angeordnet. Die
Ausnehmung 32 weist einen Durchmesser D2 und die Ausnehmung
31 einen Durchmesser D1 auf. Die Mittelachsen M31 und M32
iberlagern sich nicht, sodass die beiden Ausnehmungen 31 und
32 versetzt gegeneinander angeordnet sind. Vorliegend weist
die Ausnehmung 31 einen kleineren Durchmesser als die
Ausnehmung 32 auf. Dadurch, dass die Ausnehmungen 31 und 32
einen unterschiedlichen Durchmesser, also eine
unterschiedliche laterale Abmessung, aufweisen, bildet sich
innerhalb jedes Durchbruchs ein Vorsprung 60 in Form einer

Stufe aus.

Der Vergusskorper 5 ist im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel
vollstandig in den beiden Durchbriichen 3 angeordnet, sodass
der Vergusskorper 5 in den Durchbriichen 3 aufgrund der sich
in den Durchbrichen 3 befindlichen Vorspriinge 60 in
vertikaler und lateraler Richtung mit dem Tradger 1 verankert
ist. Das heilt, dass der Vergusskorper sowohl in lateraler
als auch in vertikaler Richtung fixiert ist, sodass sich
weder zwischen der Montagefldche 11 noch zwischen den
AuBenflédchen 21 des Halbleiterchips 2 und dem Vergusskorper 5
ein Spalt oder eine Unterbrechung ausbildet. Vorteilhaft wird
so ein Abldsen des Vergusskdrpers 5 verhindert. Infolgedessen
wird ein Halbleiterbauelement 100 geschaffen, welches ganz

besonders alterungsstabil ist.

Ferner weist der Gehausekdrper 4 wulstartige Erhebungen 41
auf, die vom Vergusskorper 5 beidseitig ihrer maximalen

vertikalen Ausdehnung umformt sind. Vorliegend umgeben die
Erhebungen 41 den Halbleiterchip 2 sowie die Durchbriiche 3

kreisférmig. "Umformt" heiRt, dass der Vergusskérper 5 in
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direktem Kontakt mit den Erhebungen steht und sich so
zwischen den Erhebungen 41 und dem Vergusskdrper 5 weder ein
Spalt noch eine Unterbrechung ausbildet. Vorteilhaft
ermdglichen die Erhebungen 41 ein Verankern des
Vergusskdrpers 5 in lateraler Richtung, sodass zumindest in
lateraler Richtung ein Abldsen des Vergusskorpers 5 vom

Gehédusekdrper 4 vermieden wird.

Ferner ermdglicht das Einbringen der Durchbriiche 3 in den
Trager 1, dass eine vertikale Ausdehnung A der Erhebungen 41
kleiner sein kann als bei bisherigen Halbleiterbauelementen,
da bereits die Durchbriiche 3 den Vergusskorper 5 in lateraler
Richtung wverankern. Dadurch, dass die vertikale Ausdehnung
der Erhebungen 41 geringer ist, sind ebenso die Seitenfldchen
42 verkleinert. Infolgedessen wird ermdglicht, dass eine
moéglichst geringe Flache des GehdusekOrpers 4 der vom
Halbleiterchip 2 emittierten elektromagnetischen Strahlung
ausgesetzt ist. Damit wird ein moglichst geringer
Flachenanteil des Gehdusekdrpers durch auftreffende Strahlung

beschadigt beziehungsweise erwarmt.

Ferner ermdglicht die geringe vertikale Ausdehnung der
Erhebungen 41 ein Bauelement, welches ganz besonders flach
ist. Vorliegend ist die maximale vertikale Ausdehnung der
Erhebungen 41 zwei mal groRer als die vertikale Ausdehnung
des Halbleiterchips 2. Ebenso ist es mdglich, dass der
Halbleiterchip 2 die gleiche oder eine grolere maximale

vertikale Ausdehnung wie die Erhebungen 41 aufweist.

Um ein Ablosen des Gehdusekdrper vom Trager in vertikaler
Richtung zu vermeiden, weist in vorliegendem
Ausfihrungsbeispiel der Trager 1 eine weitere

Verankerungsstruktur 13 in Form einer Stufe 131 aus. Die
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Verankerungsstruktur 13 ist vollstandig von dem Gehdusekdrper
4 umformt und verhindert zusdtzlich ein Ablbdsen des Tragers 1

vom Gehadusekdrper 4 beispielsweise in vertikaler Richtung.

Die Figur 2 zeigt in einer schematisch-perspektivischen
Schnittdarstellung das optoelektronische Halbleiterbauelement
100 gemaB der Figur 1. Erkennbar ist, dass zweli weitere
Durchbriiche 3 in den Trager eingebracht sind. Dazu sind von
der Montageseite her in Richtung einer Bodenfladche 12 zwei
Ausnehmungen 33 und 34 in den Trager 1 eingebracht. Die
Ausnehmung 33 ist entlang der Erstreckungsachse E oval
ausgebildet, wahrend die Ausnehmung 34 eine Bohrung
darstellt. Von der Bodenfldche 12 in Richtung der
Montageflache 11 ist eine zweite Ausnehmung 35 in den Trager
eingebracht. Die Ausnehmung 35 weist ebenso wie die
Ausnehmung 33 eine ovale Grundform entlang der
Ersteckungsachse E, jedoch mit einer geringeren Ausdehnung in
Richtung der Erstreckungsachse E als die Ausnehmung 35, auf.
Die laterale Ausdehnung der Ausnehmung 35 umspannt sowohl die
laterale Ausdehnung der Ausnehmung 33 als auch die der
Ausnehmung 34, sodass sich mittels der Ausnehmung 35 die zwei

Durchbriiche 3 ausbilden.

Die Figur 3 zeigt in einer schematisch-perspektivischen
Draufsicht das optoelektronische Halbleiterbauelement 100
gemall den Figuren 1 und 2. Erkennbar sind die Durchbriiche 3
im Trager 1 sowie der Halbleiterchip 2. Die Erhebungen 41

umranden den Halbleiterchip 2 kreisfdormig.

Ferner zeigt die Figur 4 eine schematisch-perspektivische
Unteransicht des optoelektronischen Halbleiterbauelements
gemdll der Figur 3 mit den Durchbriichen 3, dem Gehdusekdrper 4

sowie dem Vergusskdrper 5 und dem Trager 1.
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In Verbindung mit den Figuren 5a, b5b, 5c¢ und 5d wird anhand
schematischer Schnittdarstellungen ein hier beschriebenes
Verfahren zur Herstellung eines solchen Halbleiterbauelements

naher erlautert.

Die Figur 5a stellt einen Schnitt durch einen Tragerverbund
110 mit einer Vielzahl von Tragern 1 dar. Vorliegend handelt
es sich bei dem Tragerverbund 110 um einen metallischen

Tragerrahmenverbund.

Die Figur 5b zeigt den Tragerverbund 110 mit jeweils zwei in
jeden Trager 1 eingebrachten Durchbriichen 3. Die Durchbriiche
3 sind jeweils wiederum durch die Ausnehmung 31 und die
Ausnehmung 32 gebildet. Vorliegend weist die Ausnehmung 31
einen Durchmesser D1 und die Ausnehmung 32 einen Durchmesser
D2 auf, wobei der Durchmesser D2 groéBer als der Durchmesser

D1 ist.

In Figur b5c ist dargestellt, wie auf jede Montageflache 11
jeden Tragers 1 der optoelektronische Halbleiterchip 2

aufgebracht wird.

Ferner ist in Figur 5c gezeigt, wie beispielsweise mittels
einer geeigneten Schablone das Gehausekdrpermaterial zu dem
Gehausekdrper 4 aushartet. An den Randbereichen jedes Tragers
1 entstehen die wulstartigen Erhebungen 41, wobei der Bereich
in der Nahe des Halbleiterchips 2 und der Durchbriiche 3

selbst frei vom Gehausekdrpermaterial sind.

In einem weiteren Schritt ist in Figur 5d gezeigt, wie nach
dem Ausharten des GehadusekOrpermaterials zu dem GehdusekOrper

4 die Halbleiterchips 2 und die Durchbriiche 3 im gleichen
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Vergussvorgang mit einem Vergussmaterial vergossen werden.
Nach dem Aushadrten des Vergussmaterials zu dem Vergusskorper
5 bildet sich eine linsenfdrmige Strahlungsauskoppelfldche 51
in Form einer Sammellinse aus. Ferner umformt der

Vergusskorper 5 die Erhebungen 41 vollstandig.

SchlieRlich wird der Tragerverbund 110 in einzelne
optoelektronische Halbleiterbauelemente 100 mittels Sagen,

Schneiden, Brechen oder Stanzen vereinzelt.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand des
Ausfihrungsbeispiels beschrankt. Vielmehr erfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder dem Ausfihrungsbeispiel angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100), mit

- einem Trager (1) der eine Montagefladche (11) sowie
zumindest einen Durchbruch (3) aufweist, wobei der
Durchbruch (3) sich von der Montageflache (11) zu einer
der Montageflache (11) gegeniiberliegenden Bodenfléche
(12) des Tragers (1) erstreckt;

- zumindest einem optoelektronischen Halbleiterchip (2),
der auf der Montagefldche (11) befestigt ist;

- einem strahlungsdurchlassigen Vergusskorper (5), der den
zumindest einen optoelektronischen Halbleiterchip (2)
zumindest stellenweise umschlielt, wobei

- der Vergusskorper (5) zumindest stellenweise im

Durchbruch (3) des Tragers (1) angeordnet ist.

2. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach dem
vorhergehenden Anspruch,
bei dem der zumindest eine Durchbruch (3) durch
zumindest zwei Ausnehmungen (31, 32) im Trager (1)
gebildet ist, die sich hinsichtlich ihrer maximalen

lateralen Ausdehnung voneinander unterscheiden.

3. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach
Anspruch 2,
bei dem die Ausnehmungen (31, 32) durch zylindrische
Offnungen mit voneinander unterschiedlichen Radien

gebildet ist.

4, Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche,
bei dem der zumindest eine Durchbruch (3) zumindest

einen Vorsprung (60) aufweist.
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10.

_23_

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche,

bei dem der zumindest eine Durchbruch (3) zumindest
stellenweise trichterformig ausgestaltet ist, wobei sich
der Durchbruch (3) ausgehend von der Bodenflache (12) in
Richtung der Montagefldche (1) in lateraler Richtung

verjlingt.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche,

bei dem die nicht vom Vergusskorper (5) bedeckten
Stellen des Tragers (1) zumindest stellenweise von einem

Gehdusekdrper (4) bedeckt sind.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach
Anspruch 6,

bei dem der zumindest eine Halbleiterchip (2) wvon
Erhebungen (41) oder/und Senkungen des Gehdusekdrpers

(4) seitlich umrandet ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach
Anspruch 7,
bei dem die Erhebungen (41) zumindest stellenweise

wulstartig ausgebildet sind.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach
Anspruch 6 bis 8,

bei dem die Senkungen im GehausekOrper (4) Graben sind.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach den
Ansprichen 6 bis 9,
bei dem der Vergusskdrper (5) die Erhebungen (41)

zumindest stellenweise umformt.
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11.

12.

13.

14.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach den
Anspriichen 6 bis 10,
bei dem der Vergusskdrper (5) zumindest stellenweise in

den Senkungen angeordnet ist.

Verfahren zur Herstellung eine optoelektronischen
Halbleiterbauelements (100) mit den folgenden Schritten:
Bereitstellen eines Tragerverbunds (110),

Einbringen von zumindest einem Durchbruch in jeden
Trager (1),

Aufbringen von zumindest einem optoelektronischen
Halbleiterchip (2) auf einer Montageflache (12) jeden
Tragers (1),

VergieRen des zumindest einen Halbleiterchips (2) und
des zumindest einen Durchbruchs (3) mit einem
Vergussmaterial und anschlieBendes Aushédrten zu einem
Vergusskorper (5),

Vereinzeln des Tragerverbunds (110) in einzelne Trager

(1).

Verfahren nach Anspruch 12,
bei dem vor dem Vergiellen mit dem Vergussmaterial der
Tragerverbund (110) mit einem GehausekOrpermaterial

vergossen wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 13,
bei dem ein optoelektronisches Halbleiterbauelement nach

den Anspriichen 1 bis 11 hergestellt wird.



WO 2010/102685 PCT/EP2009/067890

113
FIG 1 -
5
---------------- el 4
fffff D2 AT
131, R =52 Ml\g??/*i A :
=10 | 113 1 212007 i
43~ U, 21115y 431"
% NN
L~ —
13 )
K 32 60 / 121
7
i
12




WO 2010/102685 PCT/EP2009/067890

FIG 3 ;i

= S 1
3 \\_/’ 3
O -




PCT/EP2009/067890

3/3

WO 2010/102685

FIG 5a

~110

FIG 5b

S _11

o -

= \F L
~ N
(] WD
3\./\'

o

./n T~ N

~ _/] (9P
o

FIG 5¢

~— <&

\

110

41
4

110
/

FIG 5d




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2009/067890

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. HO1L31/0203  HO1L33/52 HO1L33/54

ADD. HO1L33/48

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimurm documentation searched (classification system followed by classification symbols)

HOL1L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages ' Relevant to claim No,
X US 6 392 294 B1 (YAMAGUCHI TOMOJI [JP]) 1-6,12,
21 May 2002 (2002-05-21) 14
Y abstract; figures 3,5,6,11,13 13
A paragraphs [0070], [0080] - 7-11
X US 2006/192224 A1l (ONO REIJI [JP]) 1,6-11
31 August 2006 (2006-08-31)
Y abstract; figures 1-5 13
X US 2004/164675 Al (WANG BILY [TW] ET AL) 1-4,6,7,
26 August 2004 (2004-08-26) 10,11

abstract; figqures 1-3,5,7
X WO 2004/036660 A1 (TCO CO LTD [KR]; LEE 1,6
HYUN-WOO [KR]) 29 April 2004 (2004-04-29)
abstract; figures 1,2

)

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* cial categories of cited documents :
Special Y "T" later document published after the intemnational filing date

- L or priority date and not in conflict with the application but
*A" document defining the general state of the art which is not v i .
considered fo bé of particular relevance il;:tie:n%% rl}mderstand the principle or theory underlying the
‘E" ea_r]ier document but published on or aiter the international "X* document of particular relevance; the claimed invention
fiing date cannot be considered novel or cannot be considered to
e dotﬂjﬁt’l]em \n{hlé:ril ma¥ tglmr\?r goubts on priorityt claim(s) r?r involve an inventive step when the document is taken alone
which is cited to estabiish the publication date of another *Y* document of particular relevance; the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered 1o involve an inventive step when the
*O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu—
other means ments, such combination being obvious to a person skifled
*P* document published prior to the international filing date but in the art.
later than the priority date claimed *&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the intemational search report
26 March 2010 06/04/2010
Name and mailing address of the 1ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.8. 5818 Palentlaan 2
L2280 HV Riswilk

el. (+31-70) 340-2040, .
Fax: (+31~70) 340-3016 Heising, Stephan

Form PGT/ISA/210 {second sheet) (April 2005):



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2009/067890

C{Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*

Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

X

US 2007/080357 A1 (ISHII YORISHIGE [JPI)
12 April 2007 (2007-04-12)
abstract; fiqures 1-9

1,6,7

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent famlly members

International application No

PCT/EP2009/067890

Patent document

Publication

Patent family

Publication

cited in search report date member(s) date

Us 6392294 Bl 21-05-2002 JP 3784976 B2 14-06-2006
JP 2000188358 A 04-07-2000
KR 20000048018 A 25-07-2000

Us 2006192224 Al 31-08-2006 JP 2006237190 A 07-09-2006
Us 2007120139 Al 31-05-2007

UsS 2004164675 Al 26~08-2004  NONE

WO 2004036660 Al 29-04-2004 AU 2003258842 Al 04-05-2004
CN 1679179 A 05-10-2005
JP 2006514426 T 27-04-2006

US 2007080357 Al 12-04-2007 DE 112004002138 T5 03~-01-2008
WO 2005045944 Al 19-05-2005
JP 2005159296 A 16-06-2005

Form PCT/SA/210 (patent family annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2009/067890

. KLASSIFIZIERUNG PES ANMELDUNGSGEGENSTANDE

s
?NV. HO1L31/0203  HO1L33/52 HO1L33/54
ADD. HO1L33/48

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE
Recherchierter Mindestprifstoff (Kiassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

HOLL

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprilfstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete falien

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendele Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorle™ | Bezeichnung der Veréifentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X US 6 392 294 B1 (YAMAGUCHI TOMOJI [JP]) 1-6,12,
21. Mai 2002 (2002-05-21) 14

Y Zusammenfassung; Abbildungen 3,5,6,11,13 13

A Absatze [0070], [0080] 7-11

X US 2006/192224 A1 (ONO REIJI [JP]) 1,6-11
31. August 2006 (2006-08-31)

Y Zusammenfassung; Abbildungen 1-5 13

X | US 2004/164675 Al (WANG BILY [TW] ET AL) 1-4,6,7,
26. August 2004 (2004-08-26) 10,11

Zusammenfassung; Abbildungen 1-3,5,7

X WO 2004/036660 Al (TCO CO LTD [KR]; LEE 1,6
HYUN-W00 [KR1) 29. April 2004 (2004-04-29)
Zusammenfassung; Abbildungen 1,2

_____ L

Weitere Veréifentlichungen sind der Fortsetzung von Feld G zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen ‘T Sp&a’te:ie Vell:')bffe[;g’;cr&ung, die rlzfxfch gehmt Inteanalio.ntalerzj Anmeldedatum
*A* Verbifentichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, odler dem F rlortdlsdatum verofientlicht worden ist und mit der
A’ Veroifentichung, die den aligemeinen Stand_der T echnik definfert Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Versténdnis des der
e s . R . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
E* alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Arlmeldejdatum verdffentlicht worden ist . ) *X* Verdifentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
'L* Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritdtsanspruch zweifelhaft er— kann allein autgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das VerSifentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Verbtfentlichung belegt werden .y

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchie Erfindung

kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

oy Clusgetlinny N werden, wenn die Versfientlichung mit einer oder mehreren anderen
O" Verdffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, _ Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andete MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann nahefiegend ist
*P* Verbdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach &* Versffentlichuna, die Mitalied d Iben Patenttamilic ist
dem beanspruchten Priotitatsdatum verdffentlicht worden ist eroffentiichung, die Mitglied derselben Patentfamilic is
Datum des Abschiusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
26. Marz 2010 06/04/2010
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevoliméchtigter Bediensteter

Européaisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, CR
Fax: (+31~70) 340-3016 Heising, Stephan

Formblatt PCT/ISA/210.(Blatt 2) (Apil 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzelchen

12. April 2007 (2007-04-12)
Zusammenfassung; Abbildungen 1-9

PCT/EP2009/067890
C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN
Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X US 2007/080357 Al (ISHII YORISHIGE [JP]) 1,6,7

Farmbiatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Verbffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehdren

Inlermationales Aktenzeichen

PCT/EP2009/067890

Im Recherchenbericht

Datum der

Mitglied(er) der

Datum der

angefihries Patentdokument Veréffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung

US 6392294 B1 21-05-2002 JP 3784976 B2 14-06-2006
JP 2000188358 A 04-07-2000
KR 20000048018 A 25-07-2000

US 2006192224 Al 31-08-2006 JP 2006237190 A 07-09-2006
USs 2007120139 Al 31-05-2007

US 2004164675 Al  26-08-2004 KEINE

WO 2004036660 Al 29-04-2004 AU 20032568842 Al 04-05-2004
CN 1679179 A {5-10-2005
JP 2006514426 T 27-04-2006

US 2007080357 Al 12-04-2007 DE 112004002138 T5 03-01-2008
WO 2005045944 Al 19-05-2005
JP 2005159296 A 16-06-20056

Formblalt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - description
	Page 14 - description
	Page 15 - description
	Page 16 - description
	Page 17 - description
	Page 18 - description
	Page 19 - description
	Page 20 - description
	Page 21 - description
	Page 22 - description
	Page 23 - description
	Page 24 - claims
	Page 25 - claims
	Page 26 - claims
	Page 27 - drawings
	Page 28 - drawings
	Page 29 - drawings
	Page 30 - wo-search-report
	Page 31 - wo-search-report
	Page 32 - wo-search-report
	Page 33 - wo-search-report
	Page 34 - wo-search-report
	Page 35 - wo-search-report

